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Er を添加したビクシバイト構造の M2O3結晶(M=Y, Sc, 希土類)は、通信波長帯の光増幅および発光材料として

シリコンフォトニクスおよび通信波長帯の量子光学デバイスの分野で注目を集めている。このビクシバイト構造

には異なる 2 つの結晶サイトが存在し（ビクシバイト構造では C2サイトは C3iサイトの 3 倍存在する。）、Er がそ

のどちらのサイトに存在するかで光物性が異なるため [1, 2]、混晶中での Er の置換サイトを明らかにすることは

重要である。前回我々は Si(111)上に分子線エピタキシャル成長(MBE)で成長した(Er1-xScx)2O3 の単結晶薄膜に対し

EXAFS 測定を行い、膜中の Er の濃度が 1.2 at%の時、Er はビクシバイト構造の異なる結晶サイト（C3iと C2サイ

ト）の内で特に C3iサイトを優先的に占有することを局所構造解析により明らかにした。今回は、Er の濃度を変え

た試料に対して EXAFS 測定を行い、Er の占有サイトの Er 濃度依存性を調べたので、その結果を報告する。 

 (Er1-xScx)2O3 の混晶膜は反射光速電子回折を備えた MBE チャンバー内で Er2O3と Sc2O3を電子線蒸着法で同時に

蒸着することにより成長した。基板には Si(111)を用い、Er2O3と Sc2O3の蒸着前に化学処理した Si を超高真空中で

加熱し、（7×7）清浄表面を出現させた。(Er1-xScx)2O3 膜中の Er の濃度は Er2O3と Sc2O3 の蒸着速度により制御し

た。X 線吸収微細構造法(EXAFS)および斜入射Ｘ線回折の測定は SPring-8 のビームライン BL8、BL15、BL24 で行

った。EXAFS スペクトルは転換電子収量法により測定し、スペクトル解析には Athena と Altemis を用いた。 Er-L3

と Sc-K 端で得られる EXFAS スペクトルに対して、前回と同様に、C3iサイト優先占有モデル、C2サイト優先占有

モデル、および C3iと C2サイト混合占有モデルに基づいて理論曲線と一致するようにフィッティングを行った。 

その結果、(Er1-xScx)2O3 膜中の Er 濃度が 2.1 at%の場合は、前回の 1.2 at%の場合と同様に、EXAFS スペクトルは

C3i占有モデルでフィットすることができた。ところが、Er 濃度が 4.2 at%の場合には、C3i占有モデルでは十分に

フィットできず、C3iと C2サイト混合占有モデルでのフィッティングで R 因子を下げることができた。Er 濃度が

24.3 at%の場合も同様に C3iと C2 サイト混合占有モデルでフィットすることができたが、この濃度では C3iと C2サ

イトの占有率が 4.2 at%の場合とは異なっていった。以上の局所構造解析の結果は、(Er1-xScx)2O3 膜中の Er は 2.1 at%

までは C3iサイトを優先的に占有し、4.2 at%以上では C3iサイトに加え C2サイトを占有し始めることを示唆してい

る。 
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